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1 This international preliminary examination report has been prepared by this International Prelimina^ Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet, 

1^ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description claims and/or drawings whic^^^^^^^ 

been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 

These annexes consist of a total of 6 sheets. 

3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 
Certain defects in the international application 
Certain observations on the international application 
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Authorized officer 
Telephone No. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/EPOO/01984 



I. Basis of the report 



1. This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have beenjumishedto the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments): 

the international application as originally filed, 

the description, pages 3-14 ^ as originally filed, 

pages , filed with the demand, 

pages ^2,15 ^ filed with the letter of — 

pages , filed with the letter of — 



08 March 2001 (08.03.2001) 



the claims. 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-13 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



08 March 2001 (08.03.2001) 



^ the drawings, sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/2 , 2/2 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 



I I the drawings, sheets/fig 



5 I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
' — ' to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 

4. Additional observations, if necessary: 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

1 . Statement 

Novelty (N) Claims 

Claims 

Inventive step (IS) Claims 

Claims 

Industrial applicability (lA) Claims 

Claims 

2. Citations and explanations 

1.0 This report makes reference to the following 
international search report citation: 

Dl US-A-5 437 777 (NEC Corporation) August 1 1995. 

2.0 The feature, which in Box VII is not clear in Claim 
1, was not used to analyse novelty and inventive 
step . 

3.0 The present application does not meet the 
requirements of PCT Article 33(2) because the 
subject matter of Claims 1, 2 and 5 is not novel. 

3.1 With respect to independent device Claim 1, Dl 
discloses a device for treating substrates (1) , in 
particular semiconductor wafers, with a first 

' process container (3) having at least one opening 
(cf. Figure 3 and column 4, lines 1 to 34), 

a) it being possible to close the opening externally 
by the substrate, 

b) by a second process container (2) provided 
adjacent to the process container, 

c) whose one wall (complementary accessory of the 
part (50)) is at least partially the wall of the 



1, 2 and 5 



1-13 



1-13 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 
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first process container (3) , which wall contains the 
opening. 

Consequently, the subject matter of Claim 1 is not 
novel as defined by PCT Article 33(2). 

3.2 Dl shows each additional feature of Claims 2 and 5 
(cf. Figure 3 and Figure 5)-. 

Consequently, the subject matter of the claims is 
not novel as defined by PCT Article 33(2). 

4.0 Dependent Claims 3, 4, and 6 to 13 do not contain 
any features which, combined with the features of 
any claim to which they refer, meet the PCT 
requirements concerning inventive step (PCT Article 
33(3)). The reasons are set out below. 

a) The additional feature of each of Claims 3, 4 and 
6 to 13 relates to a slight structural modification 
of the device in Dl, which is straightforward for a 
person skilled in the art, especially since the 
resulting advantages are readily foreseeable. 
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VII. Certain defects in the international application 

The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

1. DE 198 59 470 on page 1, lines 11 to 12 is not 
accessible to the public, contrary to PCT Rule 
5.1(a) (ii) and PCT Guidelines, Chapter II-4.18. 
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VIII. Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

1. In Claim 1 it is not clear which side of the first 
process container can be closed. Consequently, the 
subject matter of Claim 1 is not clear as defined by 
PCT Article 6. 
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VERTRAG UBER INTERNATIONALE ZUSAI^ENA 

GEBIET DES PATENTWESENS 

REC-D J 3 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 




Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
Az.2350 


siehe MItteilung uber die Ubersendung des intemationaten 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Fomnblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EPOO/01984 


Internationales Anmeldedatum(Ta^^onafcC/a/7r; 
08/03/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
12/03/1999 


Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H01L21/00 


Anmelder 

STEAG MICROTECH GMBH et al. 



1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

S AuBerdem llegen dem Berlcht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berlchtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT), 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 6 Blatter. 



3. Dieser Berlcht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
I S Grundlage des Berichts 



Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Bestlmmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



II 


□ 


II) 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 





Datum der Einreichung des Antrags 
27/09/2000 


Datum der Fertigstetlung dieses Berichts 
11.06.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
/mj D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Angermeier, D ^ /) 

Tel. Nr. +49 89 2399 2283 X^Swo^sS^ 
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I. Grundlag des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatten die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahman dieses Berichts ais "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70, 16 and 70, 1 7))\ 
Beschreibung, Seiten: 

3-14 ursprungliche Fassung 

1,2,15 eingegangen am 09/03/2001 mit Schreiben vom 08/03/2001 
Patentanspruche, Nr.: 

1-13 eingegangen am 09/03/2001 mit Schreiben vom 08/03/2001 
Zeichnungen, Blatter: 

1/2,2/2 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regal 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequ nz ist die 

internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 
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4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1 , 2 and 5 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-13 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-13 

Nein: Anspruche 



2. Unteriagen und Erklarungen 
siehe Belblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die Internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden. ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1.0 In diesem Bescheid warden folgende, im Internationalen Recherchenbericht 
zitierte Dokumente genannt: 

D1: US-A-5,437,777 (NEC Corporation) August 1, 1995 

2.0 Das Merknnal, dass unter dem Punkt VII inn Anspruch 1 nicht klar ist, wurde nicht 
fur die Analyse fur Neuheit und erfinderische Tatigkeit herangezogen. 

3.0 Die vorliegende Anmeldung entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 33(2) 
PCT, weil der Gegenstand der Ansprtiche 1 , 2 und 5 nicht neu ist. 

3.1 Bezuglich des unabhangigen Vorrichtungsanspruch 1 offenbart das Dokument 
D1, eine Vorrichtung zum Behandein von Substraten (1), insbesondere 
HalbleitenA/afern, mit einem ersten, wenigstens eine Offnung aufweisenden 
ProzeBbehalter (3) (vgl. Figur 3 und Spalte 4, Zeilen 1-34), 

a) wobei die Offnung durch das Substrat von auBen schlieBbar ist, 

b) wobei durch einen benachbart zum ProzeBbehalter vorgesehenen zweiten 
ProzeBbehalter (2), 

c) dessen eine Wand (Gegenstiick des Teils (50)) zumindest teilweise die die 
Offnung enthaltende Behalterwand des ersten ProzeBbehalters (3) ist, 

Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) 
PCT. 

3.2 Das Dokument D1 zeigt jeweils das zusatzliche Merkmal der Anspruche 2 und 5 
(vgl. Figur 3 und Figur 5). 

Folglich ist der Gegenstand des Anspruche nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) 
PCT. 

4.0 Die abhangigen Anspruche 3, 4, und 6-13 enthalten keine Merkmale, die in 
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Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich 
beziehen, die Erfordemisse des PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit (Artikel 
33(3) PCT) erfullen. Die Grunde dafiir sind die folgenden: 

a) Das zusatzliche Merkmal der jeweiligen Anspruche 3, 4, und 6-13 betrifft 
jeweils eine geringfugige bauliche Anderung der Vorrichtung in denn Dokument 
D1, die im Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm gelaufigen 
Uberlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres 
abzusehen sind. 

Zu Punkt VII 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

1 . Das Dokument DE 198 59 470 auf der Seite 1 , Zeilen 11-12 ist der Offentlichkeit 
nicht zuganglich entgegen den Regein 5 a) ii) PCT und den PCT Richtlinien C-ll 
4.18. 

Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

1. Im Anspruch 1 ist nicht klar, welche Seite des ersten ProzeBbehalters schlieBbar 
ist. Deshalb ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht klar im Sinne von Artikel 6 
PCT. 
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Vorrichtung zum Behandein von Substratf»n 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Behandein 
von Substraten, insbesondere Halbleiterwafem, mit einem wenlgstens eine 
Offnung aufweisenden ProzeSbehalter, bei der die Offnung durch das Sub- 
strat von auBen schlieSbar ist. 

Eine Vorrichtung zum Behandein von Substraten ist beisplelsv/eise aus der 
auf dieselbe Anmelderin zurOckgehenden DE-A- 1 98 59 470 bekannt. Diese 
Vorrichtung besitzt ein nach oben geSffnetes ProzeSbecken, welches von 
unten nach oben mit einem Metall enthaltenden Elektrolyten durchstromt wird. 
Auf seinem Weg nach oben strQmt der Elektrolyt durch eine als Streckgitter 
ausgebildete Anode. Ein Halbleiterwafer, der mit dem in dem Elektrolyt be- 
findlichen Metall piattiert werden soli, wird mittels eines Substrathalters Qber 
einem oberen Rand des ProzeBbehalters derart gehalten, daB ein Str6- 
mungsspalt dazwischen gebildet wird. Der das ProzeSbecken durchstromende 
Elektrolyt wird zwischen dem oberen Rand des ProzeSbehalters und dem 
Substrat zum Oberlaufen und in Kontakt mit dem Wafer gebracht. Durch Anle- 
gen einer Spannung zwischen der Anode und dem Wafer, der elektrisch kon- 
taktiert wird, wird das im Elektrolyt enthaltene Metall zur Abscheidung auf 
dem Wafer gebracht. 

Bel dieser Vorrichtung ergeben sich infolge der oben genannten Anstromung 
des Substrata in den auBeren Randbereichen des Wafers, insbesondere im 
Bereich des Spalts zwischen Wafer und oberem Rand des ProzeUbehaiters, 
hohere Stromungsgeschwindigkeiten als im mittleren Bereich des Wafers. 
Durch diese Stromungsinhomogenitaten entstehen Abscheidungsinhomoge- 
nitaten des Metalls auf dem Wafer. Bei der Abscheidung des Metall entste- 
hende Gasblasen werden in der Regel durch die Stromung des Elektrolyt n 
mitgerissen, konnen sich aber in Bereichen relativer Stromungsruhe sammein 
und dort eine weitere Abscheidung von Metall beeintrachtigen. Da der Elek- 
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trolyt die dem Wafer gegenuberliegende Anode durchstromt, muG diese groBe 
Stromungsaffnungen aufwelsen. was die Erzeugung eines homogenen el k- 
trischen Feldes zwischen der Anode und dem Wafer beeintraclitigt. Fur eine 
weitere Behandlung des Wafers, wie beispieisweise eines SpQIvorgangs, muli 
das Substrat angehoben und gegebenenfalls eine Spul-Trocknungseinheit, 
wie sie in der, auf dieselbe Anmelderin zuruckgelnenden DE-A- 198 59 469 
besclirieben ist, unter den Wafer gefainren werden. 

Aus der US-A-5,437,777 ist eine Vorrichtung zum Belnandein von Substraten 
der eingangs genannten Art bel<annt, bei der eine Offnung eines ProzeEbe- 
haiters von auBen durch ein zu beiiandelndes Substrat gesclnlossen wird. Die 
Offnung ist in einer vertil^alen Wand des ProzeUbehalters angeordnet, urn 
wahrend einer Metallplattierung eine gleiclnmaBige Anstromung des Substrats 
mit einem Beliandiungsfluid zu erreicfien. Nach einem Piattiervorgang muS 
das Substrat aufwendig umgeladen werden, urn in einem weiteren Prozelie- 
halter behiandelt, beispieisweise gespQltzu werden. Beim Umladen ergibt sich 
die Gefahir einer Beschadigung des Substrats aufgrund der notwendigen 
Handhabungsscliritte. Ferner bestelit beim Umladen die Gefahr, daB das Be- 
handlungsfluid aufgrund der benotigten Umiadezeit antrocknet und dadurch 
das Substrat beschadigt. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrich- 
tung der eingangs genannten Art vorzusehen, die eine einfache, homogene 
Behandlung einer zu behandelnden Oberflache des Substrats ermoglicht und 
die Gefahr einer Beschadigung des Substrats zwischen aufeinanderfolgenden 
Behandlungsschritten verringert, 

Die Aufgabe wird erfindungsgemali dadurch gelost, daB bei der eingangs be- 
sdiriebenen Vorrichtung ein benachbart zum ersten ProzeBbehaiter vorgese- 
hener zweiter ProzeBbehalter vorgesehen wird, dessen eine Wand zumindest 
teilweise die die Offnung enthaltende Behalterwand des ersten ProzeBbehal- 
ters ist. Durch Vorsehen des zweiten ProzeBbehalters, d r mit dem ersten 
ProzeBbehalter die die Offnung enthaltende Wand gemeinsam verwendet, ist 
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AbschlieSend wir^das so behandelte und getrocknete Substrat aus der nicht 
dargestellten seltlichen Offnung des Behalters 60 entnommen. 

Die Erfindung wurde zuvor anhand bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele der Er- 
findung beschrieben, ohne jedoch auf die speziellen Ausfuhrungsbeispiele 
beschrankt zu sein. Belspielsweise ist es nicht notwendig, dafJ die Offnung 
29, welche durch den Wafer 31 abschlielibar ist, in einer vertikalen Seiten- 
wand ausgebildet ist. Die Offnung 29 konnte beispielsweise auch in einer Bo- 
denwand einer Behandlungsvorrichtung ausgebildet sein, wobei die jeweiligen 
Behandlungsfluid-Ein- und AusiSsse dementsprechend angepaSt sein mQS- 
ten. Die Bewegung des Substrathaiters und der Anodenanordnung konnten 
derart gesteuert sein, daS zu jedem Zeitpunkt die Anodenplatte und/oder der 
Wafer die Offnung 29 abschlieat. DarCiber hinaus kann die Anodenanordnung 
als kombinierte Spul-/Trocknungseinheit ausgebildet sein, uber die Spul- und 
Trocknungsfluid auf den der Anodenplatte 20 gegenuberliegenden Wafer ge- 
leitet wird. Dabei kann die Anodenplatte beispielsweise einen Aufbau mit einer 
zentrierten Spulfluidduse und sich tangential dazu erstreckenden Trocknungs- 
fluiddusen aufweisen. Der Aufbau einer derartigen kombinierten Spul- 
/Trocknungseinheit ist beispielsweise in der auf dieselbe Anmelderin zuruck- 
gehenden DE-A- 198 59 466 beschrieben, die insofern zum Gegenstand der 
vorliegenden Erfindung gemacht wird. urn Wiederholungen zu vermeiden. Die 
Bodenwande. die oberen Wande sowie die nicht dargestellten Seitenwande 
der ProzelSbehalter konnen einteilig ausgebildet sein. Ferner konnen die Bo- 
denwande trichterformig sein, um einen besseren AbfiuB des jeweiligen Be- 
handlungsfluids zu erreichen. Insbesondere konnen die jeweiligen Kammern 
auch fur unterschiedliche Vorgahge eihgesetzt werden. So kann beispielswei- 
se in die ProzeBkammern ein Atzmedium eingeleitet werden und die zweite 
Kammer kann als Oberflachen-Konditlonlerkammer ausgebildet sein. 
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Patentanspruche 



5 1. Vorrichtung (1) zum Behandein von Substraten (31). insbesondere 
Halbleiterwafern, mit einem ersten, wenigstens eine Offnung (29) auf- 
weisenden Pro2eSbeh§Iter (2), wobei die Offnung (29) durch das Sub- 
strat (31) von auBen schliefibar ist, gekennzeichnet durch einen be- 
nachbart zum ProzeBbehaiter (2) vorgesehenen zweiten ProzeSbehal- 

0 ter (60), dessen eine Wand (9) zumindest teilwelse die die Offnung ent- 

haltende Behalterwand (9) des ersten ProzeBbehalters (2) ist, wobei die 
Offnung (29) von der Seite des ersten ProzeBbehaiters her schlieUbar 
ist. 

5 2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daU die Off- 
nung (29) in einer im wesentlichen vertikalen Wand (9) des ProzeSbe- 
haiters (2) ausgebildet ist. 

3. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruclie, gekenn- 
D zeichnet durch ein den Umfang der Offnung (29) bildendes Dichtele- 

ment (32), das insbesondere eine Hinterschneidung (35) und eine 
Dichtlippe aufweist, die insbesondere durch AusfrSsen eines das Dich- 
telement (32) bildenden Dichtmaterials gebildet ist. 

> 4. Vorrichtung (1) nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch ein Kontakte- 
iement (37) zum elektrischen Kbntaktieren der zum ProzeBbehalter (2) 
weisenden Oberfiache (40) des Substrats (31), das sich insbesondere 
in den Bereicli der Hinterschneidung (35) des Dichtelements (32) er- 
streckt. 

I 

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch eine der Offnung (29) gegenuberliegenden Elektrpde 
(20), die insbesondere eine Elektrodenpiatte (20) ist und Offnungen 
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(74) zum Hindurchleiten wenigstens eines Fluids aufweist und insbe- 
sondere eine Anode ist. 



6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die 
5 Elel<trode (20) auf die Offnung (29) 2u und von dieser weg bewegbar ist 

und insbesondere die Offnung (29) durch die Elel<trode (20) von der 
Seite des ersten ProzeBbehaiters her schlieBbar ist. 

7. Vorrichtung (l) nach Anspruchi 6, gel<ennzeiclinet durch wenigstens ein 
10 Dichtelement (25) an der Elektrode (20) und/oder einer die Offnung (29) 

umgebenden Behalterwand (9). das insbesondere die Elektrode radial 
umgibt und axial uber eine zur Offnung (29) weisende Oberflache vor- 
steht. 

15 8. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden AnsprCiche, dadurch 
gekennzeichnet, dalS wenigstens ein in den ProzeSbehalter (2) einleit- 
bares Behandlungsfluid ein Metal I enthaltender Elektrolyt und/oder ein 
Atzmedium ist. 

2 0 9. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden AnsprCiche, dadurch 
gekennzeichnet, dafJ der zweite ProzeBbehalter (60) eine Spul- 
und/oder Trocknungskammer und/oder eine Oberflachen-Konditionie- 
rungskammer bildet. 

25 10. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch einen Substrathalter (4) mit wenigstens einem relativ zu 
einem Hauptkorper (42) des Substrathalters (4) bewegbaren Vakuum- 
finger (44), der insbesondere mittig in einer zum Substrat (31) weisen- 
den Oberflache des Hauptkorpers (42) angeordnet ist und insbesondere 

30 in dem Hauptkorper (42) des Substrathalters (4) versenkbar ist. 
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11. Vorrichtung (1) nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch einen Druck- 
sensor in einer mit dem Vakuumfinger (44) verbundenen Vakuumleitung 
(45). 

5 12. Vorrichtung (1) nach einem der Anspruche 10 oder 11, gekennzeichnet 
durch eine Vieizahl von feststehenden VakuumSffnungen (47) in der 
zum Substrat (31) weisenden Oberflache des Hauptkorpers (42) des 
Substrathalters (4), die den Vakuumfinger (44) insbesondere radial um- 
geben und die insbesondere separat von dem Vakuumfinger (44) mit 
10 Unterdruck beaufschlagbar sind. 



Von-ichtung (1) nach Anspruch 12, gekennzeichnet durch wenigstens 
ein die Vakuumoffnungen (47) radial umgebendes Dichtelement (51) 
am Substrathalter (4), das insbesondere eiastisch ist und dem Dichte- 
lement (32) am Umfang der Offnung (29), insbesondere der Dichtlippe, 
gegenuberliegt. 
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Vorrichtuna zum Behandein von Substraten 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Behandein 
von Substraten, insbesondere Halbleiterwafern. nnit einem wenigstens eine 
Offnung aufweisenden ProzeBbehalter, bei der die Offnung durch das Sub- 
strat von aufien schllellbar ist. 

Eine Vorrichtung zum Behandein von Substraten ist beispielsweise aus der 
auf dieselbe Anmelderin zuruckgehenden, nicht vorveroffentiichten DE 198 59 
470 bekannt. Diese Vorrichtung besitzt ein nach oben geoffnetes Prozeftbek- 
ken, welches von unten nach oben mit einem Metall enthaltenden Elektrolyten 
durchstrfimt wird. Auf seinem Weg nach oben strdmt der Elektrolyt durch eine 
als Streckgitter ausgebildete Anode. Ein Halbleiterwafer, der mit dem in dem 
Elektrolyt befindlichen Metal! plattiert werden soli, wird mittels eines Substrat- 
halters Ober einem oberen Rand des ProzeBbehSlters derart gehalten. daB 
ein Stromungsspalt dazwischen gebildet wird. Der das ProzeSbecken durch- 
stromende Elektrolyt wird zwischen dem oberen Rand des ProzeBbe ha iters 
und dem Substrat zum Oberlaufen und in Kontakt mit dem Wafer gebracht. 
Durch Aniegen einer Spannung zwischen der Anode und dem Wafer, der 
elektrisch kontaktiert wird, wird das im Elektrolyt enthaltene Metall zur Ab- 
scheidung auf dem Wafer gebracht. 

Bei dieser Vorrichtung ergeben sich infolge der oben genannten Anstromung 
des Substrats in den auBeren Randbereichen des Wafers, insbesondere im 
Bereich des Spalts zwischen Wafer und oberem Rand des ProzeSbehalters, 
hohere Stromungsgeschwindigkeiten als im mittleren Bereich des Wafers. 
Durch diese Stromungsinhomogenitaten entstehen Abscheidungsinhomoge- 
nitaten des Metalls auf dem Wafer. Bei der Abscheidung des Metall entste- 
hende Gasblasen werden in der Regel durch die Stromung des Elektrolyten 
mitgerissen, konnen sich aber in Bereichen relativer Stromungsruhe sammein 
und dort eine weitere Abscheidung von Metall beeintrachtigen. Da der EIek- 
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trolyt die dem Wafer gegenuberliegende Anode durchstrdmt, muB diese groBe 
Stromungsoffnungen aufweisen, was die Erzeugung eines homogenen elek- 
trischen Feldes zwischen der Anode und denrj Wafer beeintrdchtigt. Fur eine 
weitere Behandlung des Wafers, wie beispielsweise eines SpQIvorgangs, muB 
5 das Substrat angehoben und gegebenenfalls eine SpQI-Trocknungselnheit, 
wie sie in der, auf dieselbe Anmelderin zurQckgehenden, nicht vorveroffent- 
lichten DE 198 59 469 beschrieben ist, unter den Wafer gefahren werden. 

Aus der US-A-5,437,777 ist eine Vorrichtung zum Behandein von Substraten 
10 der eingangs genannten Art bekannt, bei der eine Offnung eines ProzeBbe- 
haiters von auBen durch ein zu behandelndes Substrat geschlossen wird. Die 
Offnung ist in einer vertikalen Wand des ProzeBbehaiters angeordnet, urn 
wahrend einer Metallplattierung eine gleichmaBige Anstromung des Substrats 
mit einem Behandtungsfluid zu erreichen. Nach einem Plattiervorgang muB 
15 das Substrat aufwendig umgeladen werden, um in einem weiteren ProzeBe- 
hdlter behandelt, beispielsweise gespult zu werden. Beim Umladen ergibt sich 
die Gefahr einer BeschSdigung des Substrats aufgrund der notwendigen 
Handhabungsschritte. Ferner besteht beim Umladen die Gefahr, daB das Be- 
handlungsfluid aufgrund der benotigten Umladezeit antrocknet und dadurch 
20 das Substrat beschddigt. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrich- 
tung der eingangs genannten Art vorzusehen, die eine einfache, homogene 
Behandlung einer zu behandelnden Oberflache des Substrats ermeglicht und 
25 die Gefahr einer Beschadigung des Substrats zwischen aufeinanderfolgenden 
Behandlungsschritten verringert. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, daB bei der eingangs be- 
schriebenen Vorrichtung ein benachbart zum ersten ProzeBbehalter vorgese- 
30 hener zweiter ProzeBbehalter vorgesehen wird. dessen eine Wand zumindest 
teilweise die die Offnung enthaltende Behalterwand des ersten ProzeBbehai- 
ters ist. Durch Vorsehen des zweiten ProzeBbehalters. der mit dem ersten 
ProzeBbehalter die die Offnung enthaltende Wand gemeinsam verwendet. ist 
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das Substrat bei der Behandlung im ersten ProzeSbehSlter im zweiten Pro- 
zeBbehalter angeordnet und kann nach der Behandlung Im ersten ProzeBbe- 
hditer ohne weiteres Umiaden im zweiten Behalter behandelt werden. Die 
Zeitraume zwischen aufeinanderfolgenden Behandlungsschritten konnen er- 
5 heblich verrlngert werden, wodurcfi die Gefahr des Antrocknens von Behand- 
lungsfluid erheblich verringert wird. Wenn das Substrat nicht die Offnung in 
den ProzeBbehaltern abschlieBt, wird sie von der Seite des ersten ProzeBbe- 
hdlters her verschlossen, um eine Trennung der zwei ProzeBbehSlter vorzu- 
sehen. Durch die zwei getrennten ProzeSraume werden dariiber hinaus Medi- 

10 umverschleppungen reduzlert. Durch SchlieBen der Offnung des ersten Pro- 
zeSbehalters von auBen durch das Substrat wird auf einfache Weise sicher- 
gestelit, daB nur die zu dem ProzeBbehalter weisende OberflSche des Sub- 
strats mit einem in dem ProzeBbehalter befindlichen Behandlungsfluid in 
Kontakt kommt, wahrend die restllchen Berelche des Substrats demgegen- 

15 uber isoliert sind. Ferner wird eine seitliche, sich im wesentlichen parallel zur 
Substratoberfiache erstreckende AnstrSmung des Substrats ermoglicht. Da- 
durch wird eine gleichmSBIge Stromung auf der Substratoberfiache und somit 
eine gleichmaBlge Behandlung erreicht. 

20 Bei einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung ist die Off- 
nung in einer im wesentlichen vertikalen Wand des ProzeSbehaiters ausgebil- 
det, wodurch das Substrat bei BefiiHung des ProzeBbehaiters mit einem Be- 
handlungsfluid vollstandig von diesem benetzt wird und LufteinschlQsse ver- 
mieden werden. Bei der Behandlung entstehende Gase werden durch die ver- 

25 tikale Anordnung des Substrats sofort nach oben abgeleitet und konnen sich 
nicht in Zonen relativer Strdmungsruhe verfangen. Daruber hinaus kann durch 
die vertikale Anordnung bei einer Trocknung des Substrats der Marangoni- 
Effekt eingesetzt werden. 

30 Um ein gutes und dichtes SchlieBen der Offnung durch das Substrat zu ge- 
wahrleisten, ist ein den Umfang der Offnung bildendes Dichtelement vorgese- 
hen. Vorzugsweise weist das Dichtelement eine Hinterschneidung sowie eine 
Dichtlippe auf, die gem^B einer Ausfuhrungsform der Erfindung durch Ausfra- 
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sen eines das Dichtelement blldenden Dichtungsmaterials geblldet sind. Das 
Dichtelement kann aber auch eln O-Ring sein. 

Bei einer bevorzugten AusfOhrungsform der Erfindung ist ein Kontaktelement 
5 zum elektrlschen Kontaktieren der zum ProzeBbehaiter weisenden Oberflache 
des Substrats vorgesehen. das sich vorzugsweise in den Bereich der Hinter- 
schneldung des Dichtelements erstreckt. urn eine gute und sichere Kontaktie- 
rung im Randbereich des Substrats zu gewaihrleisten. 

10 Bei einer weiteren bevorzugten AusfOhrungsform der Erfindung sieht die Vor- 
richtung eine der Offnung gegenuberliegende Elektrode zum Erzeugen eines 
elektrischen Feldes zwischen der Elektrode und dem Substrat vor. Dabei ist 
die Elektrode vorzugsweise eine Elektrodenplatte. die das Anlegen eines ho- 
mogenen elektrischen Feldes ermSglicht. Bei einer bevorzugten AusfQh- 

15 rungsform weist die Elektrodenplatte Offnungen zum Hindurchleiten wenig- 
stens eines Fluids, insbesondere eines Trocknungsflulds, auf. urn eine ge- 
zielte. senkrechte Fluidstrdmung auf das der Elektrode gegenQberliegende 
Substrat zu erm6glichen. Die Elektrode ist vorzugsweise eine Anode. 

20 GemaB einer weiteren bevorzugten AusfOhrungsform der Erfindung ist die 
Elektrode auf die Offnung zu und von dieser weg bewegbar. um gegebenen- 
falls den Abstand zwischen der Elektrode und dem Substrat einzustellen. Vor- 
zugsweise ist die Offnung des ProzeBbehalters durch die Elektrode von innen 
schlieabar, um den ProzeBbehaiter gegenOber der Umgebung abzuschlieSen. 

25 wenn er nicht durch das Substrat geschlossen ist 

Um ein dichtes AbschlieBen der Offnung durch die Elektrode zu gewahrlei- 
sten, ist wenigstens ein Dichtelement an der Elektrode und/oder einer die Off- 
nung umgebenden Behaltenwand vorgesehen. Um eine BeeintrSchtigung des 
30 durch die Elektrode erzeugten elektrischen Feldes zu verhindern. sowie auf 
der Substratseite Beeintrachtigungen einer Fluidstromung zu vermeiden. um- 
gibt das Dichtelement vorzugsweise radial die Elektrode und steht axial uber 
ine zur Offnung weisende Oberflache der Elektrode vor. 
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Bei einer speziellen Ausfiihrungsform der Vorrichtung, die zur Metallplattie- 
rung des Substrats dient. ist wenigstens ein in dem ProzeSbehaiter einleitba- 
res Behandlungsfluid ein Metal! enthaltender Elektrolyt und/oder ein Atzmedi- 
5 um. 

Vorzugsweise bildet der zweite ProzeBbehSlter eine Spul- und/oder 
Trocknungskammer und/oder eine Oberflachen-Konditionierungskammer. 

10 Bei einer bevorzugten Ausfuiirungsform der Erfindung wird das Substrat durch 
einen Substrathatter mit wenigstens einem relativ zu einem Hauptkorper des 
Substrathalters bewegbaren Vakuumfinger gehalten. Das Vorsehen eines re- 
lativ zum Hauptkorper des Substrathalters bewegbaren Vakuumfingers er- 
mSglicht, daS das Substrat beabstandet zum HauptkSrper des Substrathalters 

15 be- und entladen werden kann, so daB eine Substrat-Handhabungsvorrich- 
tung. zwischen Substrat und Hauptkorper des Substrathalters einfahren kann. 
FQr einen sicheren und gleichmaSigen Halt ist der Vakuumfinger vorzugswei- 
se mittig in einer zum Substrat weisenden Oberflache des Hauptkorpers an- 
geordnet. Zum In-Kontakt-Bringen des Hauptkorpers des Substrathalters mit 

20 dem Substrat ist der Vakuumfinger vorzugsweise in den Hauptkorper ver- 
senkbar. 



Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist ein Drucksensor in 
einer mit dem Vakuumfinger verbundenen Vakuumleitung vorgesehen. um 
25 einer Waferhandhabungsvorrichtung. welche das Substrat zu dem Substrat- 
halter bringt. mitzuteilen. wann das Substrat sicher an dem Vakuumfinger ge- 
halten ist. 

Vorzugsweise weist der Substrathalter neben dem Vakuumfinger eine Vielzahl 
30 von feststehenden Vakuumoffnungen in der zum Substrat weisenden Oberfla- 
che des Hauptkorpers auf, um das Substrat uber groBere Bereiche fest an 
dem Substrathalter zu halten. Dabei umgeben die Vakuumoffnungen vor- 
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zugsweise radial den Vakuumfinger. Vorteilhafterweise sind die Val<uum6ff- 
nungen separat von dem Vakuumfinger mit Unterdruck beaufschlagbar. 

GemSB einer bevorzugten AusfOhrungsform der Erfindung ist wenigsten ein 
die Vakuumoffnungen radial umgebendes Dichtelement am Substrathalter 
vorgesehen, urn eine gute Abdichtung eines Vakuumbereichs sicherzustellen 
Vorzugsweise ist das Dichtelement am Substrathalter elastisch und liegt dem 
Dichtelement am Umfang der Offnung. insbesondere der Dichtlippe, gegen- 
Qber. um dem Substrat in diesem Bereich einen klelnen Bewegungsspielraum 
einzuraumen. wodurch vermieden wird. daB das Substrat zwischen dem 
Dichtelement am Umfang der Offnung und dem Substrathalter beschadigt. 
insbesondere zerdruckt wird. Durch das GegenQberllegen der beiden Dich- 
tungen wird auBerdem die Anpresskraft direkt vertikal durch das Substrat 
Obertragen. ohne daB in dem Substrat Querkrafte Oder Spannungen auftreten. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele 
unter Bezugnahme auf die Figuren eriautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darsteliung einer AusfOhrungsform der erfin- 

dungsgemSBen Vorrichtung; 

Fig. 2 eine vergroBerte schematische Darsteliung eines Kreisaus- 
schnittes gemaB Fig. 1 ; 

Fig. 3 eine alternative AusfOhrungsform der Erfindung mit zwel ProzeB- 
behaltern. 

Fig. 1 zeigt eine Metall-Plattierungsvorrichtung 1 mit einem ProzeBbehalter 2 
einer bewegbar innerhalb des ProzeBbehalters 2 angeordneten Anodenan- 
ordnung 3 und einem auBerhalb des ProzeBbehalters 2 angeordneten Sub- 
strattrager 4. 

Der ProzeBbehalter 2 wird durch eine Bodenwand 6, eine oberen Wand 7 und 
entsprechende Seitenwande, von denen eine llnke Seitenwand 8 und eine 
rechte Seitenwand 9 gezeigt sind. gebildet. Zwischen den WSnden des Pro- 
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zeBbehalters 2 wird ein ProzeBraum 10 gebildet. In der Bodenwand 6 ist eine 
kombinierte EinlaB-/AuslaS6ffnung 1 1 benachbart zu der rechten Seitenwand 
9 vorgesehen, die mit einer Leitung 12 in Verbindung steht. Ober die Leitung 
12 bzw. die Offnung 11 kann ein Behandlungsfluid In den ProzeBbehalter 2 
5 eingeleitet sowie aus diesem abgelassen werden. Anstelle eines kombinierten 
ElnlaB-ZAuslaSanschlusses konnten selbstverstSndiich aucli zwei getrennte 
Offnungen mit entsprechenden Leitungen vorgesehen sein. 

In der oberen Wand 7 ist eine Offnung 14 vorgesehen, die mit einer Uber- 
10 laufleitung 15 In Verbindung steht. Durch die Offnung 14 und die Oberlauflei- 
tung 15 lauft das von unten eingeleitete Behandlungsfluid aus dem ProzeSbe- 
hSIter 2 Uber. 

In der linken Seitenwand 8 ist eine MittelOffnung 17 vorgesehen, in der eine 
Verschiebestange 19 der Anodenanordnung 3 angeordnet ist. Die Verschie- 
bestange 19 der Anodenanordnung 3 erstreckt sich durch die MittelSffnung 17 
und Ist an ihrem auRerhalb des ProzeSbehaiters 2 Itegenden Ende mit einer 
nicht dargestellten Linearbewegungseinheit verbunden. Das innerhalb des 
ProzeBbehalters 2 liegende Ende der Verschiebestange 19 ist mit einer An- 
odenplatte 20 verbunden, die sich parallel zu der Seitenwand 8 und im we- 
sentllchen senkrecht zu der Verschiebestange 19 erstreckt. Die Anodenplatte 

20 ist eine geschlossene Platte mit einer ebenen, zur rechten Seitenwand 9 
weisenden Oberseite 21. Zwischen der linken Seitenwand 8 und der RQck- 
seite der Anodenplatte 20 ist eine Dichtung in der Form eines O-Rlngs 23 
vorgesehen, die entweder an der linken Seitenwand 8 oder der Ruckseite der 
Anodenplatte 20 befestigt Ist. Die Anodenplatte 20 Ist radial von einem O-RIng 
25 umgeben, der In Richtung der rechten Seitenwand 9 uber die Oberflache 

21 der Anodenplatte 20 vorsteht. Das Bezugszeichen 26 zeigt einen Dich- 
tungsbalg, der an seiner linken Seite an der Verschiebestange 19 und an sei- 
ner rechten Seite mit der ersten Wand 8 des Behalters 10 verbunden ist. 

Die rechte Seitenwand 9 welst eine Mitteloffnung 29 auf, deren Abmessungen 
klelner sind als die Abmessungen eines zu behandelnden Substrats, wie z. B. 
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eines Halblelterwafers 31. Der Umfang der Offnung 29 wird durch eine Dich- 
tung 32 gebildet, die am besten in der Detallansicht In Fig. 2 zu sehen ist. Die 
Dichtung 32 ist an einen Innenumfang der rechten Seitenwand 9 ange- 
schweiBt und besitzt eine zur Offnung 29 welsende gekriimmte Oberfiache 33 
In der der Oberfiache 33 gegenuberliegenden Seite der Dichtung 32 ist eine 
Hinterschneidung 35 ausgebildet. die beispielsweise durch Ausfrasen des die 
Dichtung 32 bildenden Materials gebildet wird. 

An einer AuBenseite der Behaiterwand 9 Ist ein Kontaktelement 37 in Form 
einer Kontaktfeder mittels einer Schraube befestigt. Das Kontaktelement 37 
erstreckt sich In den Bereich der Hinterschneidung 35 der Dichtung 32 und 
weist eine Kontaktkuppe 39 auf. Die Kontaktkuppe 39 dient zum elektrischen 
Kontaktieren eines Randbereichs einer zu dem ProzeBbehaiter 2 welsenden 
Oberfiache 40 des Wafers 31. Der elektrisch kontaktierte Randbereich der 
Oberfiache 40 des Wafers 31 liegt radial auBerhalb eines Kontaktbereiches 
zwischen der Oberfiache 40 und der Dichtung 32 und ist somit bezQglich der 
Innenseite des ProzeBbehaiters 2 isoliert. 

Der Wafer 31 wird durch den Substrathalter 4 getragen und ist mit diesem auf 
den ProzeUbehalter zu in eine Position bewegbar. in der der Wafer 31 die 
Offnung 29 in der Seitenwand 9 schlieBt und von dem ProzeBbehaiter 2 weg 
bewegbar In eine Position, in der der Wafer 31 die Offnung 29 nicht schlieBt. 

Der Substrathalter 4 weist einen HauptkSrper 42 und eine daran befestigte 
Verschiebestange 43 auf. Die Verschiebestange 43 kann auch eInstQckig mit 
dem Hauptkorper 42 ausgebildet sein. In dem Hauptkorper 42 Ist ein mittig 
angeordneter Vakuumflnger 44 angeordnet. der mit einer Vakuumleitung 45 In 
Verbmdung steht. In der Vakuumleitung 45 ist ein nicht gezeigter Drucksensor 
angeordnet. Ober den ermittelt wird, ob zwischen dem Vakuumflnger 44 und 
dem Wafer 31 ein ausreichender Unterdruck zum Halten des Wafers gehalten 
wird. 
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Der Vakuumfinger 44 ist seitlich aus dem Hauptkorper 42 heraus bewegbar 
und in diesen zuruckziehbar, so daB er vollstandig in dem Hauptkorper 42 
versenkt ist. 

5 In dem Hauptkorper 42 sind ferner eine Vielzahl von den Vakuumfinger 44 
radial umgebenden Offnungen 47 vorgesehen, die mit einer Vakuumleitung 48 
in Verbindung stehen und mit Unterdruck beaufschlagbar sind, um den Wafer 
31 fest gegen den Grundkorper 42 des Substratha Iters 4 zu Ziehen. Die Va- 
kuumleitungen 45 und 48 sind getrennt voneinander mit Unterdruck beauf- 
10 schlagbar, obwohl sie mit einer gemeinsamen Unterdruckquelle verbunden 
sein konnen. 

Wie in Fig. 2 zu erkennen ist, ist im Randbereich einer zum Wafer 31 weisen- 
den Oberflache des Hauptkorpers 42 eine Nut 50 vorgesehen, in der ein O- 
Ring 51 aufgenommen ist. Der O-Ring 51 umgibt radial die Vakuumoffnungen 
47 und sieht somit eine gute radiale Abdichtung eines zwischen dem Wafer 31 
und dem Hauptk6rper 42 des Substrathalters 4 gebildeten Vakuumbereichs 
vor. Der O-Ring 51 liegt im Bereich der Dichtung 32 an der Seitenwand 9 des 
ProzeSbehalters 2. 

Nachfolgend wird die Behandlung des Wafers 31 in der Vorrichtung gemaU 
Fig. 1 beschrieben. 

Zunachst ist der Substratha Iter 4 von dem ProzeBbehalter 2 zurtickgezogen 
25 und beabstandet. Der Vakuumfinger 44 ist aus dem Hauptkorper 42 des Sub- 
strathalters 4 herausgefahren und nimmt einen Wafer 31 auf. der durch eine 
nicht dargestellte Handhabungsvorrichtung in den Bereich des Substrathalters 
4 gebracht wird. Durch den ausgefahrenen Vakuumfinger 44 wird ermoglicht. 
daB sich die Handhabungsvorrichtung in einen zwischen Hauptkorper 42 und 
30 Substrat 31 gebildeten Raum bewegen und an den Vakuumfinger 44 uberge- 
ben kann. 
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Nach Aufnahme des Substrats durch den Vakuumfinger 44 wird die Handha- 
bungseinrichtung gelost und aus dem Bereich zwis^ on Wafer 31 und Haupt- 
kSrper 42 des Substrathalters 4 heraus bewegt. Dann wird der Vakuumflnger 
44 in den Hauptkorper 42 des Substrathalters 4 zurQckgezogen. Dabei kommt 
5 eine Seite des Wafers 31 mit dem HauptkOrper 42 in Kontakt. und es wird 
uber die Vakuumleitung 48 ein Vakuum an die VakuumSffnungen 47 angelegt. 
urn einen sicheren Halt des Wafers 31 an dem Hauptkdrper 42 sicherzustei- 
len. 



10 Anschlieliend wird der Substrathalter 4 auf das ProzeBbecken 2 zu bewegt. 
bis die Oberfiache 40 des Wafers 31 mit der Dichtung 32 an der Seitenwand 9 
in Kontakt kommt und dadurch die Offnung 29 in der Seitenwand 9 schlieBt 
und abdichtet. Gleichzeitig kommt die Oberflache 40 des Wafers 31 in ihrem 
Randbereich mit der Kontakkuppe 39 des Kontaktelements 37 in Kontakt. 

15 

AnschlieBend wird der ProzeBbehaiter 2 mit einem Metall enthaltenden Elek- 
trolyten befiillt. wobei die Oberflaclie 40 des Wafers 31 gleichmaBig mit dem 
Elektrolyten benetzt wird. AnschlieBend wird eine Spannung zwischen der 
Anodenplatte 20 und dem elektrisch kontaktierten Wafer 31 angelegt, um eine 

20 Abscheidung des in dem Elektrolyten enthaltenen Metalls auf der Oberflache 
40 des Wafers 31 zu bewirken. Dabei wird kontinuierlich uber die Offnung 11 
Elektrolyt in den ProzeBbehaiter 2 eingeleitet. der Qber die Offnung 14 aus 
dem ProzeSbehalter 2 ausflieBt. Nach einer ausreichenden Abscheidung des 
Metalls wird der Elektrolyt uber die Offnung 1 1 aus dem ProzeSbehalter 2 ab- 

25 gelassen. Beim Zuruckziehen des Substrathalters 4 von dem ProzeBbehalter 
2 wird die Anodenplatte 20 durch den ProzeBbehalter 2 hindurch zu der Sei- 
tenwand 9 zu bewegt, bis die Dichtung 25 mit einer Innenseite der Seiten- 
wand 9 in Kontakt kommt. Dadurch wird die Offnung 29 des ProzeBbehalters 
2 von innen abgedichtet und der Eintritt von Verunreinigungen in den ProzeB- 

30 beh^lter 2 verhindert. 



Alternativ kann vor dem Wegbewegen des Substrathalters 4 innerhalb des 
ProzeBbeckens 2 eine SpQIung und/oder Trocknung des Wafers 31 erfolgen. 
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Zum Spulen des Wafers 31 wird uber die Offnung 11 oder eine separate Off- 
nung SpQIfluid in den ProzeGbehalter 2 eingeleitet und die Oberfldche 40 des 
Wafers 31 gespiilt. Zum Trocknen des Wafers 31 wird die SpOlflQssigkeit 
langsam abgelassen, wobei zuvor auf die OberflSche der SpQIflussigkeit ein 
5 LOsungsmittel, wie beispielsweise eine IPA-Schicht, aufgebracht wird, so daR 
eine Trocknung gemSB dem Marangoni-Prinzip erfolgt. 

Alternativ kOnnten in der Anodenplatte 20 Offnungen zum Hindurchleiten ei- 
nes Trocknungsfluids vorgesehen sein (wie unter Bezugnahme auf Fig. 3 
10 nactifolgend beschrieben wird). Dann wiirde die Anodenplatte 20 nach Ablas- 
sen des Spiilfluids in eine Position benachbart zu dem Substrat 31 bewegt 
und Qber die Offnungen Trocknungsfluid, wie beispielsweise N2, auf die Ober- 
flache 40 des Substrats 31 geleitet, um diese zu trocknen. 

15 AnschlleSend wird der Substrathalter 4 von der Seitenwand 9 weg bewegt, so 
da& der Wafer 31 von dem Substrathalter 4 entnommen werden kann. 

Fig. 3 zeigt eine alternative AusfQhrungsform der Erfindung, bei der die Me- 
tallplattierungsvorrichtung 1 in Form einer vertikalen DoppelprozeBkammer 
20 ausgebildet ist. Soweit dies zweckmSBig ist, werden in Fig. 3 dieselben Be- 
zugszeichen wie bei dem Ausfuiirungsbeispiel gemafi Fig. 1 verwendet, um 
gleiche oder ahnliche Elemente zu bezeiclinen. 

Die Vorrichtung 1 weist einen ersten ProzeSbehaiter 2 auf, der im wesentli- 
25 Chen dem ProzeSbehalter 2 gemaS Fig. 1 gleicht, sowie einen zwelten Pro- 
ze&behaiter 60. 

Der ProzeBbehalter 2 weist eine Bodenwand 6, eine obere Wand 7 sowie lin- 
ke und rechte Seitenwande 8 und 9 auf. In der Bodenwand 6 ist eine AblaS- 
30 offnung 62 vorgesehen, die mit einer Leitung 63 in Verbindung steht. 



In der Seitenwand 8 ist im Berelch der Bodenwand 6 eine EinlaBeffnung 64 
vorgesehen, die mit einer EinlaBleitung 65 in Verbindung steht. In der Seiten- 
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wand 8 ist ferner im Bereich der oberen Wand 7 eine Oberlaufdffnung 66 vor- 
gesehen, die mit einer Leitung 67 in Verblndung steht. 

Eine Verschiebestange 19 einer Anodenanordnung 3 erstreckt sich durch eine 
5 Mitteloffnung 17 in der Seitenwand 8 und ist innerhalb des ProzeBbehaiters 2 
langs verschiebbar. 

In der Verschiebestange 19 ist eine sich langs erstreckende Leitung 70 vor- 
gesehen. die mit einer nicht dargestellten Fluidquelle in Verbindung steht. 

0 

Eine Anodenplatte 20 der Anodenanordnung 3 weist sich radial nach auften 
erstreckende Leitungen 72 auf. die mit der Leitung 70 in der Verschiebestan- 
ge 19 in Verbindung stehen. Die Leitungen 72 stehen mit Offnungen 74 in ei- 
ner zur Seitenwand 9 weisenden OberflSche 75 der Anodenplatte 20 in Ver- 
5 bindung. Ober die Leitung 70. die Leitungen 72 sowie die Offnungen 74 kann 
ein Fluid, wie beispielsweise Nz. durch die Anodenanordnung 3 hindurch ge- 
leitet werden. Die durch die Offnungen gebildete Flache ist im Vergleich zu 
der Gesamtflache der Oberseite 75 der Anodenplatte 20 sehr gering. so daB 
die Anodenplatte 20 als im wesentlichen geschlossene Platte anzusehen ist. 
Wie bei dem ersten AusfQhrungsbeispiel ist die Anodenplatte 20 radial von 
einem O-Ring 25 umgeben. Wiederum ist ein Dichtungsbalg 26 vorgesehen, 
der an einer Seite mit der Verschiebestange 19 und an seiner anderen Seite 
mit der ersten Wand 8 des Behalters 10 verbunden ist. 

Die Seitenwand 9 weist wiederum eine Offnung 29 auf. deren Umfang durch 
eine Dichtung 32 bestimmt wird. Die Offnung 29 ist wiederum von auSen 
durch einen Wafer 31 und von innen durch die Anodenplatte 20 schlielibar. 

Benachbart zu dem ersten ProzeBbehaiter 2 ist ein ProzeSbehalter 60 vorge- 
sehen, dessen linke Seitenwand durch die die Offnung 29 enthaltende rechte 
Seitenwand 9 des ersten ProzeBbehaiters 2 gebildet wird. Der zweite ProzeB- 
behSlter 60 weist eine Bodenwand 76. eine obere Wand 77. die linke Seiten- 
wand 9 sowie eine rechte Seitenwand 78 auf. In der Bodenwand 76 ist eine 
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kombinierte EinlaB-ZAuslaBoffnung 81 vorgesehen, die mit einer Leitung 82 in 
Verblndung steht. Anstelle einer kombinierten EinlaS-ZAuslaSoffnung konnen 
natQrIich auch zwei separate Offnungen vorgesehen sein. 

5 In der oberen Wand 77 1st eine Offnung 84 vorgesehen, die mit einer Leitung 
85 in Verbindung steht. 

In der rechten Seitenwand 78 des ProzeBbehalters 60 ist eine Mitteloffnung 
87 vorgesehen, durch die sich eine Verschiebestange 43 des Substrattragers 
10 4 erstreckt. Bei 91 ist ein Dichtungsbalg gezeigt, der an einer Seite mit der 
Verschiebestange 43 des Substrattrages 4 und an seiner anderen Seite mit 
der rechten Seitenwand 78 des ProzeSbehSlters 60 verbunden ist. 

An bzw. in der linken Seitenwand 9 des zweiten ProzeBbehalters 60 ist eine in 
15 den zweiten ProzeSbehalter 60 weisende Duse 90 angeordnet, uber die ein 
Behandlungsfluid. wie beispielsweise eine SpulflQssigkeit, insbesondere deio- 
nisiertes Wasser, in den zweiten ProzeRbehSlter 60 eingeleitet wird. Anstatt 
einer einzelnen Diise kann auch eine Vielzahl von DQsen vorgesehen sein. 

20 Der Aufbau des Substrathalters 4 entspricht im wesentiichen dem Aufbau des 
Substrathalters 4 gemaB Fig. 1, wobei sich lediglich die Form des Vakuumfin- 
gers 44 sowie die Form der Vakuumoffnungen 47 von den in Fig. 1 gezeigten 
Formen unterscheiden. 

25 Der Funktionsablauf der vertikalen DoppelprozeBkammer ist wie folgt: 

Der Wafer 31 wird vertikal Ober eine nicht dargestellte, seitliche Offnung des 
zweiten ProzeBbehaiters 60 uber eine Waferhandhabungsvorrichtung in die- 
sen eingebracht und in der oben beschriebenen Art und Weise an dem Sub- 
30 strathalter 4 aufgenommen. Anschlie&end wird der Substrathalter 4 in Rich- 
tung der Wand 9 bewegt, bis die Waferoberflache 40 mit der Dichtung 32 an 
der Offnung 29 in Kontakt kommt und die ProzeBbehaiter 2 und 60 gegenein- 
ander abdichtet. Gleichzeitig wird der Wafer in der oben beschriebenen Art 
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und Weise direkt hinter der Dichtung 32 an seiner Oberflache 40 elektrisch 
kontaktiert. 

Nach Abdichtung der ProzeBkammern wird ein Metall enthaltender Elektrolyt 
Qber die Offnung 64 in den Proze&behaiter 2 eingelassen, bis er uber die Off- 
nung 66 uberlauft. Danach wird eine Spannung zwischen dem Wafer 31 und 
der Anodenplatte 20 angelegt, wodurch eine IVletallabscheidung auf der Ober- 
fiaclie 40 des Wafers 31 bewirkt wird. Nach Beendigung des Abscheidungs- 
prozesses wird der Elektrolyt Qber die Offnung 62 aus dem Froze Rbeh a Iter 
abgelassen. 

AnschlieBend wird der Substrathalter 4 mit dem daran gehaltenen Wafer 31 
von der gemeinsamen Wand 9 der ProzeBkammern 2 und 60 weg bewegt. 
Gleichzeitig wird die Anodenanordnung 3 in Richtung der Wand 9 bewegt, bis 
der O-Ring 25 mit der gemeinsamen Wand 9 in Kontakt kommt und die beiden 
ProzeBbehalter 2 und 60 durch die Anodenanordnung 3 gegeneinander ab- 
dichtet. 

Nun wird Qber die Duse 90 und/oder die Offnung 81 Spiiifluid, wie beispiels- 
weise deionisiertes Wasser, in den zweiten ProzeBbehalter 60 eingelassen 
und der Wafer gespult. Nach ausreichender Spulung wird das deionisierte 
Wasser abgelassen. Zum Trocknen des Wafers wird dann durch die Offnun- 
gen in der Anode ein Trocknungsfluid, wie beispielsweise N2, in den ProzeB- 
behalter 60 eingelassen und gegen den Wafer geblasen. Zum Trocknen kann 
der Abstand zwischen der Anodenplatte und dem Wafer 31 verringert werden, 
indem der Substrathalter 4 auf die Wand 9 zubewegt wird. 

Als alternative Trocknungsvariante kdnnte auch das Marangoni-Prinzip ange- 
wandt werden. Hierzu wird vor dem Ablassen des deionisierten Wassers Qber 
die Offnung 84 von oben ein Losungsmittel, wie z. B. IPA, in den ProzeBbe- 
halter 60 eingeleitet. Nachfolgend wird das deionisierte Wasser abgelassen 
und der Wafer 31 gemaB dem Marangoni-Prinzip getrocknet. 
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AbschlleBend wird das so behandelte und getrocknete Substrat aus der nicht 
dargest llten seitlichen Offnung des Behaiters 60 entnommen. 

Die Erfindung wurde zuvor anhand bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele der Er- 
5 findung beschrieben, ohne jedoch auf die speziellen AusfOhrungsbeispiele 
beschrSnkt zu sein. Beispielsweise ist es nicht notwendig, daS die Offnung 
29, welche durch den Wafer 31 abschliefibar ist, in einer vertikalen Seiten- 
wand ausgebildet ist. Die Offnung 29 kSnnte beispielsweise auch in einer Bo- 
denwand einer Behandlungsvorriclitung ausgebildet sein. wobei die jeweiligen 

10 Behandlungsfluid-Ein- und Ausiasse dementsprechend angepaBt sein mQS- 
ten. Die Bewegung des Substrathalters und der Anodenanordnung konnten 
derart gesteuert sein, daQ zu jedem Zeitpunkt die Anodenplatte und/oder der 
Wafer die Offnung 29 abschlieBt. Daruber hinaus kann die Anodenanordnung 
als kombinierte Spul-/Trocknungseinheit ausgebildet sein, Qber die SpQI- und 

15 Trocknungsfluid auf den der Anodenplatte 20 gegenQberliegenden Wafer ge- 
leltet wIrd. Dabei kann die Anodenplatte beispielsweise einen Aufbau mit einer 
zentrierten Spulfluiddiise und sich tangential dazu erstreckenden Trocknungs- 
fluiddiisen aufweisen. Der Aufbau einer derartigen kombinierten Spul- 
/Trocknungseinheit ist beispielsweise in der auf dieselbe Anmelderin zurQck- 

20 gehenden, nicht vorverSffentlichten DE 198 59 466 beschrieben, die insofern 
zum Gegenstand der vorliegenden Erfindung gemacht wird, um Wiederhoiun- 
gen zu vermeiden. Die Bodenw§nde, die oberen Wande sowie die nicht dar- 
gestellten Seitenw^nde der ProzeSbehalter konnen einteilig ausgebildet sein. 
Ferner kOnnen die Bodenwande trichterformig sein, um einen besseren AbfluR 

25 des jeweiligen Behandlungsfluids zu erreichen. Insbesondere konnen die je- 
weiligen Kammern auch fur unterschiedliche Vorgange eingesetzt werden. So 
kann beispielsweise in die ProzeBkammern ein Atzmedium eingeleitet werden 
und die zweite Kammer kann als Oberflachen-Konditionierkammer ausgebil- 
det sein. 
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Patentanspruchft 



Vorrichtung (1) zum Behandein von Substraten (31). insbesondere 
Halbleiterwafern. mit einem ersten. wenigstens eine Offnung (29) auf- 
weisenden ProzeBbehaiter (2). wobei die Offnung (29) durch das Sub- 
strat (31) von auSen schlieBbar Ist. gekennzeichnet durch einen be- 
nachbart zum ProzeBbehalter (2) vorgesehenen zweiten Prozeftbehal- 
ter (60). dessen eine Wand (9) zumindest teilweise die die Offnung ent- 
haltende Behaiterwand (9) des ersten ProzeBbehaiters (2) ist, wobei die 
Offnung (29) von der Seite des ersten ProzeSbehalters her schlieSbar 
ist. 



Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB die Off- 
nung (29) in einer im wesentlichen vertikalen Wand (9) des ProzeBbe- 
halters (2) ausgebildet ist. 



Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch ein den Umfang der Offnung (29) bildendes Dichtele- 
ment (32), das insbesondere eine Hinterschneidung (35) und eine 
Dichtiippe aufweist. die insbesondere durch Ausfrasen eines das Dich- 
telement (32) bildenden Dichtmaterlals gebildet ist. 

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden AnsprQche. gekenn- 
zeichnet durch ein Kontaktelement (37) zum elektrischen Kontaktieren 
der zum ProzeBbehalter (2) weisenden OberflSche (40) des Substrats 
(31), das sich insbesondere in den Bereich der Hinterschneidung (35) 
des Dichtelements (32) erstreckt. 



Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden AnsprQche. gekenn- 
zeichnet durch eine der Offnung (29) gegenuberliegenden Elektrode 
(20), die insbesondere eine Elektrodenplatte (20) ist und Offnungen 
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(74) zum HIndurchleiten wenigstens eines Fluids aufweist und insbe- 
sondere eine Anode ist. 

6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, daB die 
5 Elektrode (20) auf die Offnung (29) zu und von dieser weg bewegbar ist 

und insbesondere die Offnung (29) durch die Elektrode (20) von der 
Seite des ersten ProzeBbehalters her schlieSbar ist. 

7. Vorrichtung (1) nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch wenigstens ein 
10 Dichtelement (25) an der Elektrode (20) und/oder einer die Offnung (29) 

umgebenden Behalterwand (9), das insbesondere die Elektrode radial 
umgibt und axial Ober eine zur Offnung (29) weisende Oberflache vor- 
steht. 

15 8. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprilche, dadurch 
gekennzeichnet, daB wenigstens ein in den ProzeBbehaiter (2) einleit- 
bares Behandlungsfluid ein Metall enthaltender Elektrolyt und/oder ein 
Atzmedium ist. 

20 9. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB der zweite ProzeBbehalter (60) eine Spul- 
und/oder Trocknungskammer und/oder eine Oberflachen-Konditionie- 
rungskammer bildet. 

25 10. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden AnsprQche, gekenn- 
zeichnet durch einen Substrathalter (4) mit wenigstens einem relativ zu 
einem Hauptkorper (42) des Substrathalters (4) bewegbaren Vakuum- 
finger (44), der insbesondere mittig in einer zum Substrat (31) weisen- 
den Oberflache des Hauptkorpers (42) angeordnet ist und insbesondere 

30 in dem Hauptkorper (42) des Substrathalters (4) versenkbar ist. 
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11. Vorrichtung (1) nach Anspruch 10. gekennzeichnet durch einen Druck- 
sensor in einer mit dem Vakuumfinger (44) verbundenen Vakuumleitung 
(45). 

12. Vorrichtung (1) nach einem der AnsprQche 10 Oder 11. gekennzeichnet 
durch eine Vielzahl von feststehenden VakuumOffnungen (47) in der 
zum Substrat (31) weisenden Oberflache des HauptkOrpers (42) des 
Substrathalters (4). die den Vakuumfinger (44) insbesondere radial um- 
geben und die insbesondere separat von dem Vakuumfinger (44) mit 
Unterdruck beaufschlagbar sind. 

13. Vorrichtung (1) nach einem der AnsprQche 10 bis 12. gekennzeichnet 
durch wenigstens ein die Vakuumoffnungen (47) radial umgebendes 
DIchtelement (51) am Substrathalter (4). das insbesondere elastisch ist 
und dem DIchtelement (32) am Umfang der Offnung (29). insbesondere 
der Dichtllppe, gegenuberliegt. 
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Wettere Veroffentflchungen aind der Fortsetzung von FeW C zu 
entnehmen 
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* Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentflchungen 

•A' VeroffentJlchung. die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
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dem beanspruchten Priorttatedatum veroffentDcht worden Ist 
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Erflndung zugrundefiegenden Prlnzlps oder der Ihr zugnindeliegerKlen 
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ABSTRACT : PURPOSE: To shorten an operating time to be needed for aligning a substrate and to 
improve a plating efficiency by a method wherein a plating charge is fed from a holding 
tool to a first conductive part via a second conductive part using a plated metal counter 
electrode for metal element formation use an-anged in an electrolytic plating bath as ag 
anode and using the scheduled metal element formation position parts of the first 
conductive part as cathodes. 

CONSTITUTION: A first conductive part 1 4 is fomned on a scheduled metal element 
formation surface S and a second conductive part 40, which reaches from a rear B to the 
outer peripheral part of the part 14 via the peripheral edge part of a wafer 1 . is formed on 
the rear B. The part 14 is covered witii an insulating film 15 excluding scheduled metal 
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bath. Thereby, an electrolytic plating of the parts 16 is applied. 
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[57] ABSTRACT 

The continuous flow of fresh water to and metal hy- 
droxide contaminated water from a counter flow rinse 
tank in an electroplating apparatus is greatly reduced or 
eliminated by a parallel flow path provided to an adja- 
cent ion exchange treatment unit and from the ion ex- 
change unit back to the rinse tank. The rinse tank is 
fitted with a submerged pump to provide the rinse 
water to the ion exchange unit and through this unit 
back to the rinse tank. 

3 Claims, 1 Drawing Sheet 
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ELECTROPLATING APPARATUS WITH 
SELF-CONTAINED RINSE WATER TREATMEN'T 

This invention relates generally to electroplating 5 
apparatus, and deals more particularly with a rinse 
water tank or counter flow series of tanks downstream 
of a heavy metal plating station. 

Conventional electroplating apparatus generally in- 
clude one or more process tanks which contain plating 10 
solutions and also include one or more water rinse tanks 
downstream of these plating tanks. Conventional rinse 
tanks or stations are provided adjacent to these plating 
process tanks and generally include at least one tank 
with an overflow weir and an outlet. Fresh water is 15 
provided to rinse away solution carried by the parts 
from the plating or process tank. In a single station rinse 
water enters through a pipe or distribution sparger near 
the tank bottom and flows up to and then over the weir 
into an outlet. The water must then be treated in a Pol- 20 
iution Abatement Treatment System to satisfy present 
day Environmental Control Laws and Regulations. In a 
counterflow rinse tank two or more rinse tank compart- 
ments are arranged with a partition or barrier between 
each compartment and the water flows oppositely to 25 
the path of the parts being rinsed in the successive com- 
partments. More particularly the water from one of two 
adjacent tank compartments passes over a second weir 
to be discharged through a pipe or distribution sparger 
at the bottom of the second compartment. Such a sys- 30 
tem requires great amounts of fresh water that is gener- 
ally recovered, if at all, only at great expense in a large 
water treatment facility. These facilities produce mixed 
metal hydroxides that are generally buried in a landfill. 
Effluents from such facilities are salt laden by the very 35 
nature or the abatement process that typically uses so- 
dium hydroxide and sulfuric acid as the basic chemicals 
for PH adjustment. 

The object of the present invention is to provide for 
the treatment of the rinse water in an electroplating or 40 
processing line itself, and to avoid this mixing of many 
metal hydroxides with other contaminants in a large 
scale Pollution Abatement Facility where the treatment 
of such water becomes possible only by contaminating 
other elements of the environment. 45 

SUMMARY OF THE INVENTION 

This invention relates to an improvement in such a 
rinse tank where the normal input of fresh water is 
greatly reduced by reason of a parallel flow of circulat- 50 
ing rinse water in a loop provided parallel to the con- 
ventional water flow. Treated water is continuously 
returned to one of the rinse tanks, preferably the rinse 
tank associated with the fresh water inlet supply. In 
accordance with the present invention a well is pro- 55 
vided on one side of the downstream rinse tank in a 
counter flow rinse tank setup, and in this well a pump is 
provided to withdraw water from the rinse tank adja- 
cent to the plating tank, and to pump this water through 
a series of canisters stacked preferably one on top of 60 
another so that the water passes through a series of 
ionized resin stations where an ion exchange process 
occurs in each canister to exchange hydrogen ions from 
the resin to the water in exchange for a metal ion from 
the water solution to the resin. The resin therefore accu- 65 
mulates the heavy metal from the plating process, and 
an important feature of the present invention is that this 
metal can be reclaimed as a result of the fact that the 



plating tank adjacent to the rinse tank equipped with a 
system of the present invention will have been plating 
only a single metal, or known metal alloy combination. 
The metal taken out of solution by the ionizing canisters 
will also be the same metal and will be in such form in 
the resin that it can be reclaimed. The water preferably 
moves from the lowermost canister to the uppermost 
canister where it is discharged and fed back to the 
cleaner of the two rinse tanks in a two compartment 
counter flow rinse tank setup. 

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 

FIG. 1 is a plan view illustrating in schematic fashion 
an electroplating apparatus that includes a heavy metal 
plating station adjacent to which is provided a two- 
stage counter flow rinse tank or tanks. This view also 
shows a conventional counter flow rinse water system 
coupled with a parallel water treatment flow system in 
accordance with the present invention. 

FIG. 2 is a side elevation of the apparatus illustrated 
in FIG. L 

FIG. 3 is a vertical section taken generally on the line 
3—3 of FIG. L 

DETAILED DESCRIPTION 

In a conventional electroplating apparatus one or 
more preliminary treatment stations are provided so 
that the work can be moved through at least one plating 
station and through subsequent rinse stations in order 
that one or more heavy metals be provided on the 
workpieces in accordance with conventional technol- 
ogy. After each plating step or tank the workpieces 
must be rinsed in a rinsing tank or tanks so arranged that 
water must be provided continuously to these tanks in 
order that any excess metal be carried away with the 
rinse water and not cling to the workpieces so as to 
contaminate subsequent tanks in the processing steps 
provided. A typical counter flow type rinse tank has 
two rinse compartments divided by a partition and at 
least one compartment contains an overflow weir so 
that water can be introduced into one compartment and 
discharged over the weir to be introduced below the 
partition into the bottom of the adjacent compartment. 
In this manner relatively clean water is provided in the 
downstream or first compartment and the contaminated 
water withdrawn from the second compartment or 
tank. The second tank or compartment may include an 
overflow pipe that takes the water out of that compart- 
ment for discharge, usually to a common treating sta- 
tion where other rinse tank discharges are directed. 
This conventional rinsing process causes the hydroxides 
of heavy plating metals such as copper, zinc, lead or 
other metal hydroxides to be created at the Pollution 
Abatement Facility where very expensive waste treat- 
ing process must be carried out to void contamination 
of the environment. 

The present invention seeks to obviate the need for 
handling heavy metal hydroxides at such a common 
treating station, one positive result being that the Pollu- 
tion Abatement Facility can be designed to more effi- 
ciently handle contaminates other than the heavy metal 
hydroxides. 

A conventional flow through water system is pro- 
vided, with clean water being introduced at 10 and 
thence into upstream rinse compartments CI where this 
relatively clean water passes over a first weir Wl and 
downwardly between the weir and partition wall 12 
where the water rises up into the second compartment 
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C2 until reaching the level of weir W2 at which time the 
water will move outwardly through a discharge pipe 
14. From the discharge pipe 14 the water must be piped 
to a conventional water treatment facility where the 
metal hydroxides are mixed with the hydroxides of 5 
other metals and with other contaminates, all of which 
must be disposed of by conventional technology. Once 
mixed one with another these contaminates create seri- 
ous problems and present severe environmental hazards 
that can be much less severe if the advantages of the 10 
present invention are incorporated into a conventional 
electroplating and rinsing process. 

In accordance with the present invention a parallel 
water treatment systm is provided at the electroplating 
apparatus itself, said water treating apparatus including 15 
a group or stack of identical canisters 18, 20 and 22 that 
provide a simplified ion exchange system for removal of 
metals from rinse water. Each canister contains a quan- 
tity of absorbing resin material selected for a specific 
metal removal characteristics and water is pumped 20 
from the downstream rinse tank compartment C2 into 
the lowermost canister 18 and through that canister into 
another canister stacked above it where the water is 
ultimately discharged from an uppermost canister 22 as 
suggested by the line 24. This line 24 connects with the 25 
upstream rinse tank compartment CI, and this connec- 
tion may be through a common line with the fresh 
water inlet as suggested in FIG. 1. 

The rinse tank compartment C2 is provided with a 
laterally outwardly projecting tank extension or well 30 
that is designed to accommodate a submersible pump P 
and its associated motor M. This configuration provides 
minimum space for the motor and pump, and the output 
from the pump in line 28 is provided directly to the inlet 
end of the lowermost canister 18 as shown in FIG. 3. A 35 
reservoir 30 may be provided below the canisters 18, 20 
and 22 in order to provide a convenient receptacle for 
draining these canisters when they are to be removed 
and replaced with new canisters or when they are to be 
rearranged, as for example by replacing the lowermost 40 
and dirtiest canister 22 with an upper canister and plac- 
ing new canisters in place of the uppermost canisters 20 
and/or 22. 

The modular canister design for the ion exchange 
water treatment component of the system in accordance 45 
with the present invention permits any desired arrange- 
ment of cation/anion containing canisters to be em- 
ployed with the desired type resin for a specific metal 
removal process. The canisters can be regenerated by 
conventional means so that the resin is rendered reuse- 50 
able and the heavy metal recovered for reuse or other 




65 



# 

249 

4 

purpose. The present invention provides an environ- 
mentally acceptable method of recovering such metals 
without the necessity for accumulating many such 
metal hydroxides in a common receiving or treatment 
station where the metal hydroxides are ultimately not 
recovered in useable form and instead must be carried 
to a land fill or the like. It is estimated that 70-95% of 
all metal in the rinse water can be recovered for reuse or 
scrap as a result of incorporating an ion exchange type 
water treatment setup for the water rinse tank associ- 
ated with each particular heavy metal plating tank in a 
typical electroplating apparatus. 

As used herein the term electroplating is intended to 
encompass plating processes generally, that is wether 
the process is one of oxidation or reduction or a combi- 
nation of these. 

I claim: 

1. In an electroplating apparatus having at least one 
plating station that includes at least one plating tank 
where workpieces are immersed in a metal bearing 
plating solution and said apparatus including at least one 
rinse tank where the plated workpieces are rinsed to 
remove metal bearing solution residue from the work- 
piece, the improvement to said rinse tank comprising 
water inlet means and water outlet means, said rinse 
tank including a portion defining a water pump recepta- 
cle, a water pump in said rinse tank receptacle, said 
water pump having an outlet, identical ion exchange 
canisters provided in series with one another and adja- 
cent said water pump receptacle portion of said rinse 
tank, a first ion exchange canister in communication 
with said pump outlet to provide rinse tank water to 
said first ion exchange canister, a second ion exchange 
canister provided above said first canister and in comu- 
unication with the first for receiving partially treated 
rinse water for further treatment, and said inlet means 
also including means for returning the rinse water from 
said second ion exchange canister and for returning the 
further treated water to the rinse tank whereby a com- 
pact and self-contained rinse water treatment system is 
provided for said electroplating apparatus. 

2. The combination of claim 1 wherein said rinse tank 
comprises at least two compartments, a weir in one 
compartment associated with the water inlet means, a 
partition between the two compartments and defining 
an opening to permit water passing over the weir to 
enter the second compartment. 

3. The combination of claim 2 wherein said water 
pump is provided in said second rinse tank compart- 
ment. 

* * « * * 
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